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ABSTRACT 

In this work the effect of some high work functions of metals on 

semiconductors have been investigated by using metal-semiconductor 

contacts technology. To enhancements the efficiency of the 

semiconductor. In generally, the values of Schottky barrier height Φ୆	and 

built in potential ௕ܸ௜		were calculated which is depend on the work 

functions Φ௠ and Φ௦. 

The rhodium Rh is the best metal enable to contacts with germanium, 

silicon and gallium arsenide to increases the carrier concentration of the 

semiconductors was found.  And also the good other metals like nickel, 

gold and platinum were found. But rhodium is the better. 
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  ملخص البحث

تأثیر دوال الشغل ذات قیمة عالیة لبعض المعادن على أشباه الموصلات  رسفي ھذا البحث دُ 

ب بصورة عامة  حُس. كفاءة شبھ الموصل بإستخدام تقنیة تلامس معدن مع شبھ موصل لتحسین

ً على دوال الشغل  	௕ܸ௜والجھد الداخلي  	Φ୆إرتفاع حاجز شوتكي    . Φ௦و  Φ௠إعتمادا

زرنیخ لزیادة الیوم غیمكن تلامسھ مع الجرمانیوم، السلیكون والوُجد أن الرودیوم أفضل معدن 

ً وُجد معادن اخرى جیده مثل النیكل، الذھب و أو. تركیز حاملات شحنة لأشباه الموصلات یضا

  .لكن الرودیوم ھي الأفضل. البلاتین
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